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高度情報化社会に向けて，抵抗変化メモリ（ReRAM）が注目されている．ReRAM は構造がシ

ンプルなため微細化が可能であるとともに，異種材料の積層によるマルチビット化が期待できる．

しかしながら，典型的な ReRAM は Pt を電極として用いるため，デバイスのコスト削減の観点か

ら代替金属の使用が求められている．我々は，電極材料として CMOS プロセスと互換性がある Cu
および Mo に着目し，それらを上部および下部電極に用いた ReRAM について検討してきた[1]．
しかしながら，Cu を電極として使用した場合，イオン注入が生じるとともに，酸素空孔と混在し

てスイッチング特性の劣化につながることが報告されている[2]．本研究では，電極/抵抗変化層界

面に SiOx層を挿入することでイオン注入を抑制し，Pt 電極に匹敵する ReRAM 特性を得たので報

告する． 
Fig. 1 に作製した ReRAM の断面模式図を示す．電子ビーム蒸着により下部電極を蒸着後， SiOx

および Zr をそれぞれ所望の膜厚に成膜した後，O2 雰囲気にて 600℃，30 分アニールした．上部電

極界面の SiOx層も同様の条件でアニールした．最後に，上部電極をマスク蒸着した．なお，下部

電極/ZrOx 界面に薄い SiOx 層を挿入することで，Fig. 2 に示すように，アニール後の ZrOx 膜に対

して表面構造の変化を大きく抑制し，均一な薄膜を得られることが分かった．SiOx層により Zr の
Pt に対する表面エネルギーが小さくなったためと考える． 

Fig.3 に作製した ReRAM の I-V特性を示す．Pt 電極では，+2 V および−2.5 V で On/Off 比 103程

度のセットおよびリセットが観測された．Mo 電極においても同様に，+2 V および−2.5 V で 102程

度の On/Off 挙動が見られた．Pt 電極に対して Mo の場合は急峻なリセット挙動が確認された．こ

れは電極から注入されたイオンが ZrOx 層の酸素空孔に注入されたことによる影響であると考え

る．界面 SiOx層が厚い場合は，このようなイオン注入が起きないため急峻なリセット動作が得ら

れない．SiOx膜厚を変えた結果および膜厚と ReRAM 特性との相関について議論する． 
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Fig.1 Cross-sectional 
schematic diagrams of 
fabricated ReRAM 
structure. 

Fig.3 Typical I-V characteristics of the 
fabricated ReRAM using Pt and Mo as top 
and bottom electrodes. 

Fig. 2 Microscope images of ZrOx/Pt stacked region 
after annealed at 600 °C for 30 min in O2 atmosphere: 
(a) with and (b) without SiOx interlayer. 
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